[bookmark: _GoBack]Pasiūlymas yra iš puslaidininkinės elektronikos srities, o būtent puslaidininkinių lazerių, turinčių p-n sandūras, ir gali būti vartojamas elektrooptinėse ryšio sistemose, greitaveikėse impulsinės elektronikos schemose, elektroninėse automatikos sistemose, funkcinės elektronikos sistemose, ir t. t. Pasiūlytame puslaidininkiniame lazeryje yra panaudotas atskiras nepriklausomas skirtingų krūvininkų – skylių p ir elektronų n injekcijos metodas į savitojo – i– laidumo puslaidininkinę optinės generacijos – aktyviąją i– sritį, kurioje skylių p ir elektronų n injekcijos šaltiniai yra tranzistoriai p+–n–p ir n+–p–n dariniai, sumontuoti betarpiškai i– srityje. Palyginus su analogu, pasiūlyti puslaidininkinio lazerio variantai ir įtaisai su jais pasižymi didesne veikimo sparta, didesnėmis funkcinėmis savybėmis ir didesnėmis energetinėmis charakteristikomis. 
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